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Wskazówki dla autora 

Redakcja czasopisma Materiały Elektroniczne prosi o nadsytanie artykutów pocztą 
elektroniczną pod adresem ointe@sp.itme.edu.pl lub na nośniku magnetycznym 
w następujących formatach: 
Tekst (edytory tekstu) Grafika 
Word 6.0 lub 7.0 PCX, TIF, BMR WFM, WPG 

1. Grafika (materiały ilustracyjne) i tekst powinny być zapisane w oddzielnych plikach. 
Każdy materiał ilustracyjny (rysunek, tabela, fotofografia itp.) w innym. Pliki mogą być 
poddane kompresji: ZIP, ARJ. 

2. Objętość do 15 str. 
3. Tekst powinien być pisany w sposób ciągty. Materiaty ilustracyjne (rysunki, 

tabele, fotografie itp.) powinny być umieszczone poza tekstem. Podpisy do 
rysunków... itp. w języku: polskim i angielskim, również winny być zapisane 
w oddzielnym pliku. 

4. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdować się następujące elementy: tytuł 
naukowy, imię i nazwisko autora, nazwa miejsca pracy, adres pocztowy, e-mail. Na 
środku stronicy tytuł artykułu, również w języku angielskim. 

5. Materiały ilustracyjne, streszczenie, bibliografia, wzory: 
- Do artykułu należy dołączyć streszczenie nie przekraczające 200 słów w języku 

polskim i angielskim. 
- W przypadku wzorów i materiatów ilustracyjnych nie będących oryginalnym 

dorobkiem autora/ów należy zacytować ich źródło, umieszczając je w bibliografii. 
- Wzory należy numerować kolejno cyframi arabskimi. 
- Pozycje bibliograficzne należy podawać w nawiasach kwadratowych w kolejności 

ich występowania. 
Przyktad na opis bibliograficzny artykutu z czasopisma: 

[1] Tomaszewski H., Strzeszewski J., Gębicki W.: The role of residual stresses in layered 
composites of Y-Zr02 and AI2O3. J.Europ.Ceram.Soc. vol. 19,1990, no. 67,255-262 

Przyktad na opis bibliograficzny książki: 
Raabe J., Bobryk E.: Ceramika funkcjonalna. Warszawa: Politechnika Warszawska 
1997,152 s. 

6. Autora obowiązuje wykonanie korekty autorskiej. 
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G ł ó w n e k i e runk i d z i a ł a l n o ś c i Instytutu Techno l og i i M a t e r i a ł ó w 
Elektronicznych - prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-
-rozwojowych dotyczących: technologi i otrzymywania i efektywnego wyko-
rzystania mater ia łów elektronicznych. 
Dz ia łan ia te dotyczą następujących mater iałów i związków półprzewodni-
kowych: (Si, GaAs , GaFJ InAs, InP); epitaksjalne warstwy półprzewodnikowe 
(Si, GaAs, GaP, Inî  GaAsfJ InGaAs, InGaAsf^ InGaAlf^ GaA lA s , 
InAIAs); materiały laserowe (YAF* Y A G : Nd , Er, Pr, Ho, Tm, Cr); epitaksjalne 
warstwy Y A G ; materiały elektrooptyczne i piezoelektryczne (kwarc, LiNbOg, 
LiTaOj, 1126407); materiały optoelektroniczne i niel iniowe (CaFj, BaFj, boran 
baru BBO); materiały podłożowe pod wysokotemperaturowe warstwy nad-
przewodzące (SrLaGa04, SrLaAI04, CaNdA I04 , NdGaOa) ; materiały 
i kształtki ceramiczne (AI2O3, Y2O3, Zr02, Si3N4); szkła o zadanych charak-
terystykach spektralnych i aktywne włókna światłowodowe i obrazowody; 
kompozyty meta lowo-ceramiczne; z łącza zaawansowanych mater iałów 
ceramicznych (Si3N4, AIN) i kompozytów z metalami; kompozyty metalowe 
i czyste metale (Ga, In, Al , Cu , Zn, Ag, Sb); pasty do uk ładów hybrydowych; 
oraz zastosowania ich w podzespołach: d iody Schottk/ego, tranzystory FET 
i HEMT; lasery, fotodetektory; filtry i rezonatory z akustyczną fa lą powierz-
chniową; maski chromowe do fotolitografi i. 

Instytut wykonuje usługi w zakresie technologi i HI-TECH takich jak: fotoli-
tograf ia, elektronol itografia, osadzan ie cienkich warstw, obróbka termiczna 
oraz charakteryzacja mater iałów (spektrometria mas i Mossbauera , FTIR, 
EPR, ICf̂  RBS, spektrometria IR i UV, absorpcja atomowa, wysokorozdzie lcza 
dyfrakcja rentgenowska, fotoluminescencja, DLTS, PITS, mikroskopia 
optyczna i e lektronowa; charakteryzacja podzespołów elektronicznych: 
pomiary impedancyjne i pomiary w idm promien iowania i szumów). 
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